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[image: image1.emf]В данной работе представлены результаты экспериментального исследования 3D ТИ на основе высокоподвижной ( ~ 4×105 сm2/(В•с)) напряженной пленки HgTe, оснащенной затвором. Для одного и того же образца в одних и тех же условиях (T = 1.5 К и B до 10 Тл) проведены подробные емкостные и транспортные измерения. Обе методики использовались для получения информации о формировании уровней Ландау (УЛ). На полученных диаграммах, представленных на рис. 1, наблюдается множество электронных УЛ. Обе методики чувствительны к заполнению объемных зон: на обеих диаграммах наблюдаются хорошо выраженные изломы УЛ, расположенные при Vg ~ 4.5 В, что соответствует EF = EC. В режиме EF > EC (Vg > 4.5 В), когда поверхностные электроны сосуществуют с объемными, на транспортной диаграмме наблюдается сложная структура УЛ. Напротив, на емкостной диаграмме наблюдаются однородная и простая структура УЛ во всем диапазоне Vg. Этот факт позволяет предположить, что емкостная спектроскопия чувствительна к вариации плотности состояний носителей лишь одного типа, очевидно поверхностных электронов, расположенных ближе к затвору. Поэтому емкостная спектроскопия является методикой исследования свойств дираковских электронов, расположенных на одной поверхности, эффективной даже в условиях наличия объемных носителей.
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Рис. 1. Сравнение диаграмм уровней Ландау, полученных из транспортных и емкостных измерений. Аналогично работе [1] идентифицированы затворные напряжения, соответствующие положению уровня Ферми вблизи точки зарядовой нейтральности (CNP), потолка валентной зоны (Ev) и дна зоны проводимости (Ec).









